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１．概要（Summary）
Anric Technologies 社製原子層堆積（ALD）装置で

新規に絶縁膜としても優れたZrO2成膜用のレシピを開発

し た 。 前 駆 体 材 料 と し て TDMAZ  (Tris
(dimethylamino) zirconia)と純水(H2O)を使用し、膜厚

の検証用にはエリプソメーターを使用し、ZrO2 成膜が確

認された。

２．実験（Experimental）
【利用した主な装置】

収束イオン/電子ビーム加工観察装置（極表面微量元

素分析機能つき）

高性能分光膜厚 測定装置

【実験方法】

過去の文献から ALD プロセス成膜温度 225℃を固定

として、TDMAZ のパルス回数を１回から順次増やし膜厚

が飽和する最適回数を探し、次に H2O でも同様にパルス

回数の最適回数を探索した。最後にパージ時間を６秒か

ら１秒づつ増やしてゆき、最適なレシピを決定した。

３．結果と考察（Results and Discussion）
質量分析から Zr と酸素の原子が存在することがわかり

ZrO2 の成膜が成功しているこ とが推測される。

Fig.1. Result of mass analysis 

Fig.2. SEM image
次にSEM観察をし、成膜した Pt保護膜と下地 Siの間

に、ZrO2 の成膜が観察される。厚み：約 120 nm

エリプソメーターの測定結果を以下に示す。

X２：0.690240
Thickness: 4.571 nm
AOI: 74.844

Fig. 3 Result of ellipsometer

結果として以下の最適プロセスレシピ（１サイクル分）が

完成した。

ALD プロセス成膜温度：225℃



TDMAZ のパルス回数： 4 回

H2O のパルス回数：２回

各パージ時間: 8 秒

成膜速度： 0.953A/cycle
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